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Descriere:

Inventia se referd la optoelectronicd, in particular la dispozitive optice monolite in baza
semiconductorilor si poate fi folosita in calitate de element de cuplare a surselor si receptoarelor
de lumind la ghidurile de unda.

Sunt cunoscute procedee de obtinere a lentilelor integrate cu ghiduri de unda [1], bazate pe
crearea unei portiuni a ghidului de unda de o anumitd forma prin depozitia planard sau decaparea
chimicd i tratamentul termic posterior pentru a obtine lentile de o anumitd forma. Aceastd
metoda este aplicabild in special pentru ghidurile de undd din sticld i mai putin pentru
semiconductori. Un alt neajuns al acestor este tratamentul termic la temperaturi inalte, care poate
conduce la schimbarea parametrilor straturilor semiconductoare care formeazi circuitul optic
integrat sau la deteriorarea dispozitivelor deja formate, precum si la dificultatea controlarii
configuratiei lentilei.

Mai este cunoscut un procedeu de obtinere a lentilelor, preferabil din semiconductori [II-V
[2], bazat pe obtinerea unui precursor al lentilei in forma de mesa-structurd multi-nivel format
prin decaparea chimicd a unui substrat si tratamentul termic al structurii in prezenta unui flux de
gaze protectoare, care conduce la transportul materialului III-V intr-o cantitate si directie, care
asigurd profilui necesar. Neajunsul acestui procedeu constd in tratamentul termic la temperaturi
inalte, care poate conduce la schimbarea parametrilor straturilor semiconductoare ce formeaza
circuitul optic integrat sau la deteriorarea dispozitivelor deja formate, precum si dificultatea
controldrii configuratiei lentilei.

Mai este cunoscut un procedeu de obtinere a lentelor integrate in dispozitive optice monolite
in baza semiconductorilor [3], alcdtuit din schimbarea indicelui de refractie al miezului ghidului
de unda prin schimbarea grosimii unei portiuni a stratului care formeaza miezul ghidului de unda.
Neajunsul acestui procedeu este necesitatea de a forma structuri tridimensionale a céror
configuratie este greu de controlat.

Problema rezolvata de inventie constd in realizarea unui procedeu de obtinere a lentilelor
integrate in baza straturilor semiconductoare, care ar permite formarea unei structuri planare cu o
configuratie ugor controlabila.

Esenta inventiei constd in faptul cd pe suprafata unui strat semiconductor se depune o masci
cu un orificiu care determind forma lentilei, apoi se implanteazd ioni de energic inaltd si se
efectueaza decaparea electrochimica.

Rezultatul inventiei consta in obtinerea unei lentile integrate in dispozitive optice monolite pe
semiconductori cu parametrii usor controlabili.

Inventia se explicd prin figura din desen, care reprezintd vederea de ansamblu a lentilei
integrate.

Exemplu de realizare a inventiei.

Procedeul de obtinere a lentilei integrate este alcdtuit din urmétoarele faze tehnologice:

L Depunerea pe una din suprafetele unui substrat semiconductor 1 a unei masti 2.

II. Implantarea cu ioni de energie inaltd a portiunii neacoperite de masca 3.

III. Formarea unei structuri poroase pe portiunea implantatd de ioni prin decaparea
electrochimica.

in exemplul dat a fost folosit un strat de n-GaP cu orientarea (100) si concentratia electronilor
la temperatura de camerd egald cu (3-10)x10"7 cm®.

S-a depus o mascd metalica de forma ardtata in desen cu dimensiunile d = 1 mm; R = 1 mm.

Pentru implantarea cu ioni, stratul semiconductor este supus decapdrii electrochimice pe
parcursul a 45...90 min, intr-o solutie de 0,5 M H,SO,/H,0, la diferenta de potential de 5 V, pana
la formarea porilor cu diametrul de 100 mm.

Lentila obtinutd prin acest procedeu are distanta focald egald cu 1 mm. Schimbéand confi-
guratia méstii putem obtine lentile cu diferite distante focale, conform formulei: F = R%d. Para-
metrii lentilei pot fi variati i prin schimbarea gradului de porozitate a lentilei, schimband doza de
implantare cu ioni sau parametrii electrochimic de decapare.
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(57) Revendicare:

Procedeu de obtinere a lentilelor integrate in baza straturilor semiconductoare, caracteri-
zat prin aceea cii pe suprafata unui strat semiconductor se depune o mascd cu un orificiu forma
ciruia determind forma lentilei, apoi se implanteazi ioni de energie inalti si se efectucazi
decaparea electrochimica.

(56) Referinte bibliografice:
1. US5432877 1995.07.11
2. US4935939 1990.06.19
3. US5457569 1995.10.10
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